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【はじめに】これまでに、複数の不純物（ドナーとアクセプタ）を含む半導体
の多数キャリヤ密度の温度依存性から、各不純物の密度とエネルギー準位を高
精度で評価できる方法を報告してきた１－４）。今回は、高線量域における宇宙用
Si 太陽電池の放射線劣化メカニズム解明の一環として、多数キャリヤ密度の温
度依存性からトラップ密度(NT)とエネルギー準位(ET)を評価する方法を提案し、
p 型 Si に陽子線を照射したときに生成されるトラップを評価した。
【実験方法】CZ 法による 10 Ωcm の p 型 Si に 10 MeV の陽子線を照射した試
料を、東陽テクニカ製 Resistest 8310 を用いてホール測定を行い、多数キャリ
ヤ密度の温度依存性を得た。
【結果】陽子線照射量 3x1013 cm－2のときの測定データを図中の黒丸で示す。実
線は測定データをスプライン関数で補間したデータである。このデータを kT で
割った値 S(T)を破線で示す。S(T)の各ピークが各トラップに対応する。測定温
度内に二つのピークが存在することから、今回の実験から少なくとも二つのト
ラップ準位が評価できることが分かる。低温側のピークから ET=0.095 eV と
NT=4.72x1014 cm－3、および高温側のピークから ET=0.191 eV と NT=5.91x1014

cm－3が得られた。当日は、陽子線照射量とトラップについても報告する。
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